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【はじめに】我々は有機 EL 素子の正孔注入層としてフッ素化自己組織化単分子膜(FSAM)を利用

することにより、低駆動化、素子の安定化に有効であることを報告してきた[1-5]。今回は有機デ

バイスシミュレータ、Setfos（サイバネットシステム）により、典型的なジアミン誘導体（NPD）

の電導機構の解析を行った。 

【実験結果】図 1に示すように ITO / FSAM / NPD の電流は電圧の二乗と比例し、ITO / NPD に比

べて高いものの、後者は電圧の二乗と比例しない。これは十分なキャリア注入が与えられた場合、

ITO / FSAM / NPDの電導が制限された電流をトラップフリーまたは浅いトラップの空間電荷によ

るものであることを示唆している。 SCLC の正孔移動度は、線の傾きから 2.6×10
-9

 m
2
/Vsと推定

される。 Setfosでは、2.6×10 
-9

 m
2
/Vsのオーミック正孔注入及びデフォルト正孔移動度の状態で

使用した。しかし、ITO / FSAM / NPD の計算された電流は測定値よりも低く、電圧の二乗に比例

しない。正孔移動度が 5×10
 -9

 m
2
/Vsである場合、算出された電流が測定値と同じオーダーであっ

た。図 2 は、正孔移動度に応じて計算された電流を示しています。我々のグループは、インピー

ダンス測定により、高誘電率の導電層と通常のレイヤで構成されている FSAM 上の NPD の二層

モデルを報告した[6]。我々は二層モデルに基づいて、Setfosにて ITO / FSAM / NPDの計算をした。 

ITO / FSAM / NPDの電流は物理的に二層モデルを用いて説明できることがわかった。 Setfosは電

導機構の解明に有効である。現在、正孔注入層として銅フタロシアニン(CuPc)を用いた場合の解

析も行っている。 
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図 1 FSAMの有無による測定値と 

計算値の電流‐電圧特性 

 

図 2 正孔移動度をパラメータとした 

電流‐電圧特性 
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